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ISO 7637 介紹

• ISO ( The International Organization for Standardization ) 

• 目前遵行標準為 ISO 7637-2 ( second edition 2004-06-15 )

• Road vehicles    Electrical disturbances from conduction and coupling

• Part 2 , Electrical transient conduction along supply lines only.

• ISO 是關於汽車用電子元件的 EMC 傳導暫態試驗 其目的為確認
機動車輛之零組件之電源線 訊號線對於內部電力傳導暫態波之免
疫力

• 目前日本自動車規格協會 (JASO ) 也於 1988 年另發行 JASO D007 
傳導暫態試驗標準 不過因為 JASO D007 引用 ISO 7637 但日本早
期 的規格 為 JASO D001但測試波行有些不同 目前多數日本車廠
現行廠規仍以 JASO D001
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ISO 7637 介紹

何謂EMC？ EMC（電磁相容）＝EMI（電磁干擾）＋EMS（電
磁耐受），根據EMC的狹義定義，是對機器或系統的製造業
者，要求不僅能將來自機器或系統的電磁性發射抑制在某限制
值內，而且要提升機器或系統的雜訊抗干擾性，在所遭遇的環
境中，避免性能改變和造成誤動作兩方面的課題。目前國內檢
驗法規只將EMI（電磁干擾）列管，EMS（電磁耐受）則尚未
列管。
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ISO 7637 介紹

• 暫態現象發生的原因是一穩定的系統突然發生變化 ( 穩態之改變
是由一穩態突然改變至另一穩定狀態 ) 所引起得現象 在變化的過
程中會產生瞬間 短暫的電流或電壓脈波現象 其延續時間極短 ( us 
~ ms ) 一般而言 暫態現象會發生在車輛的束線上 大致分為 電抗性
負載變化 負載寢緊頃注 交流電供應延遲 切換過程所產生的暫態
波 及供電電壓下降等.

需較高的起動電流來驅動電風扇電感性

需較高的電壓峰值來驅動交換式電源供應器電容性

發熱燈泡電阻性

特性代表性產品電抗性負載分類

電抗性負載分類電抗性負載分類電抗性負載分類電抗性負載分類
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定義

1. 電磁兼容性 是指車輛、車用部件或獨立技術單元在電磁環境下能否滿意的工作

而且對該環境內的其他部件也不產生不可忍受的電磁干擾的能力。

2. 電磁干擾 是指一種電磁現象，它可以導致車輛、部件或獨立技術單元的性能降

低。 電磁干擾可以是電磁噪聲，無用信號和介質傳播的變化等。電磁干擾可以是

電磁噪聲，無用信號和介質傳播的變化等。

3. 電磁抗擾度是指車輛、車用部件或獨立技術單元在特定的電磁干擾下保持其性

能、繼續工作的能力。

4. 電磁環境是指在給定的場所下存在的總的電磁現象。
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ISO 7637 介紹

• ISO 7637 是關於汽車用電子元件的抗 EMC 試驗

• ISO 7637 是根據汽車電子產品應用的實際物理環境規定的測試波形

• ISO 7637 規定的波形分別編號為

• Test pulse # 1

• Test pulse # 2a & 2b

• Test pulse # 3a & 3b

• Test pulse # 4

• Test pulse # 5a & 5b
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ISO 7637 介紹
• Test pulse #1

• 物理來源 : 是由於關斷電感性負載 ( 如電動座椅的馬達或車窗和座椅
之加熱系統 ) 產生的脈波

• 波形與參數
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ISO 7637 介紹
• Test pulse #2a

• 物理來源 : 是由於關斷電感性負載 ( 如雨刷器的馬達 ) 產生的脈波對
與它並聯的汽車電子產品產生的衝擊電壓

• 波形與參數
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ISO 7637 介紹
• Test pulse #2b

• 物理來源 : 直流馬達 ( 電動機 ) 在點火開關 關閉的時候 充當發電機

• 波形與參數
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ISO 7637 介紹
• Test pulse #3a

• 物理來源 : 汽車電子系統中各種開關 繼電器以及保險絲 在開啟或關
閉的過程中 由於電弧所產生的快速脈波群 ( #3a or 3b 中波形的極性是
由於系統連線的分佈電感以及電容造成 )

• 波形與參數
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ISO 7637 介紹
• Test pulse #3b

• 物理來源 : 汽車電子系統中各種開關 繼電器以及保險絲 在開啟或關
閉的過程中 由於電弧所產生的快速脈波群 ( #3a or 3b 中波形的極性是
由於系統連線的分佈電感以及電容造成 ), 波形 #3b 多用于電動門窗的
驅動單元 喇叭或是中控門鎖系統

• 波形與參數
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ISO 7637 介紹
• Test pulse #4

• 物理來源 : 由於接入大的負載 ( 例如打開空調 ) 或是給內燃機啟動電
機加電壓對系統的電源系統造成的電壓變低

• 波形與參數
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ISO 7637 介紹
• Test pulse #5a

• 物理來源 : 脈波波形 #5 是汽車電子系統中常見 也是危害比較大的一
種現象 其產生的原因就是在發電機給蓄電池充電的過程中 蓄電池突
然斷開 ( 如保險絲熔斷 修理過程中人為斷開蓄電池 ) 所產生的作用于
其它電子設備上的電壓脈波

• 波形與參數
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ISO 7637 介紹
• Test pulse #5b

• 物理來源 : 脈波波形 #5b 是帶有鉗位電壓的 #5a 產生的原理與 #5a 一
樣

• 波形與參數



LITELITE--ON SEMICONDUCTOR CORP.ON SEMICONDUCTOR CORP.

DISCRETE DIVISIONDISCRETE DIVISIONLITEON

2007 TVS/TSPD Dept.

ISO 7637 介紹
• Classification of functional Status:Classification of functional Status:Classification of functional Status:Classification of functional Status:

• Class A : All function of device / system perform as designed duClass A : All function of device / system perform as designed duClass A : All function of device / system perform as designed duClass A : All function of device / system perform as designed during and after ring and after ring and after ring and after 
exposure to disturbance.exposure to disturbance.exposure to disturbance.exposure to disturbance.

• Class B : All function of device / system perform as designed duClass B : All function of device / system perform as designed duClass B : All function of device / system perform as designed duClass B : All function of device / system perform as designed during exposure , ring exposure , ring exposure , ring exposure , 
however one or more of them can go beyond specified tolerance. Ahowever one or more of them can go beyond specified tolerance. Ahowever one or more of them can go beyond specified tolerance. Ahowever one or more of them can go beyond specified tolerance. All function return ll function return ll function return ll function return 
automatically to within normal limits after exposure is removed.automatically to within normal limits after exposure is removed.automatically to within normal limits after exposure is removed.automatically to within normal limits after exposure is removed. Memory functions Memory functions Memory functions Memory functions 
shall remain Class A.shall remain Class A.shall remain Class A.shall remain Class A.

• Class C : A function of a device / system dose not perform as deClass C : A function of a device / system dose not perform as deClass C : A function of a device / system dose not perform as deClass C : A function of a device / system dose not perform as designed during signed during signed during signed during 
exposure but returns automatically to normal operation after expexposure but returns automatically to normal operation after expexposure but returns automatically to normal operation after expexposure but returns automatically to normal operation after exposure is removed.osure is removed.osure is removed.osure is removed.

• Class D : A function of a device / system dose not perform as deClass D : A function of a device / system dose not perform as deClass D : A function of a device / system dose not perform as deClass D : A function of a device / system dose not perform as designed during signed during signed during signed during 
exposure and dose not return to normal operation until exposure exposure and dose not return to normal operation until exposure exposure and dose not return to normal operation until exposure exposure and dose not return to normal operation until exposure is removed and the is removed and the is removed and the is removed and the 
device system is reset by simple device system is reset by simple device system is reset by simple device system is reset by simple ““““ operator / use operator / use operator / use operator / use ““““ action.action.action.action.

• Class E : One or more function of a device / system dose not perClass E : One or more function of a device / system dose not perClass E : One or more function of a device / system dose not perClass E : One or more function of a device / system dose not perform as designed form as designed form as designed form as designed 
during and after exposure and cannot be return to proper operatiduring and after exposure and cannot be return to proper operatiduring and after exposure and cannot be return to proper operatiduring and after exposure and cannot be return to proper operation without repairing or on without repairing or on without repairing or on without repairing or 
replacing the device / system.replacing the device / system.replacing the device / system.replacing the device / system.
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Summary of parameters for test pulse

940A*940A*940A*940A*--------------------38.5A38.5A38.5A38.5A25.25A 25.25A 25.25A 25.25A 8.46A to 11.46A8.46A to 11.46A8.46A to 11.46A8.46A to 11.46A6.15A to 8.65A6.15A to 8.65A6.15A to 8.65A6.15A to 8.65ACurrentCurrentCurrentCurrent

1050005000pulsespulsespulsespulses

0.2 s to 2 s0.05 ms1 ms2 msttttdddd

0 ohm to 0.05 ohm2 ohm50 ohm10 ohmRRRRiiii

20V10V+37V to +50V-450V to -600V-75V to -100VUUUUSSSS

27V13.5V27V13.5V27V13.5VUUUUA/BA/BA/BA/B

24V system24V system24V system24V system12V system12V system12V system12V system24V system24V system24V system24V system12V system12V system12V system12V system24V system24V system24V system24V system12V system12V system12V system12V system

Test Pulse 2bTest Pulse 2bTest Pulse 2bTest Pulse 2bTest Pulse 2aTest Pulse 2aTest Pulse 2aTest Pulse 2aTest Pulse 1Test Pulse 1Test Pulse 1Test Pulse 1ParaterParaterParaterParater
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Summary of parameters for test pulse

150A to 25.1 A150A to 25.1 A150A to 25.1 A150A to 25.1 A157A to 25.1A157A to 25.1A157A to 25.1A157A to 25.1A3.54A to 4.54A3.54A to 4.54A3.54A to 4.54A3.54A to 4.54A1.77A to 2.27A1.77A to 2.27A1.77A to 2.27A1.77A to 2.27A2.46A to 3.46A2.46A to 3.46A2.46A to 3.46A2.46A to 3.46A1.97A to 2.73A1.97A to 2.73A1.97A to 2.73A1.97A to 2.73ACurrentCurrentCurrentCurrent

11 Hr1 Hrpulsespulsespulsespulses

100 ms to 350 ms40 ms tp 400 ms100 us100 usttttdddd

1 ohm to 8 ohm0.5 ohm to 4 ohm50 ohm50 ohmRRRRiiii

123V to 174V65V to 87V+150V to + 200V+75V to +100V-150V to -200V-112V to -150VUUUUSSSS

27V13.5V27V13.5V27V13.5VUUUUA/BA/BA/BA/B

24V system24V system24V system24V system12V system12V system12V system12V system24V system24V system24V system24V system12V system12V system12V system12V system24V system24V system24V system24V system12V system12V system12V system12V system

Test Pulse 5aTest Pulse 5aTest Pulse 5aTest Pulse 5aTest Pulse 3aTest Pulse 3aTest Pulse 3aTest Pulse 3aTest Pulse 3aTest Pulse 3aTest Pulse 3aTest Pulse 3aParaterParaterParaterParater
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Summary of parameters for test pulse

12V system 24V system 12V system 24V system 12V system 24V system 12V system 24V system 12V system 24V system 12V system 24V system 12V system 24V system

UA/B 13.5V 27V 13.5V 27V 13.5V 27V 13.5V 27V 13.5V 27V 13.5V 27V 13.5V

US -75V to -100V -450V to -600V 10V 20V -112V to -150V -150V to -200V +75V to +100V +150V to + 200V 65V to 87V 123V to 174V 70V

Ri 10 ohm 50 ohm 0.5 ohm to 4 ohm 1 ohm to 8 ohm 0.8 ohm

td 2 ms 1 ms 40 ms tp 400 ms 100 ms to 350 ms 200 ms

pulses

Current 6.15A to 8.65A 8.46A to 11.46A 25.25A 38.5A ----- 940A* 1.97A to 2.73A 2.46A to 3.46A 1.77A to 2.27A 3.54A to 4.54A 157A to 25.1A 150A to 25.1 A 104A

Soluation 3.0SMCJ20A

Appliaction

螢橋
Toyota 3.5" Car

TV

Sample available : 
16V 18V 20V 24V 26V 28V 33V 36V 40V

Axial diode 4/20 4/20 4/20 4/20 4/20 3/31 ----- 3/31 3/31

SMD ----- 4/20 OK OK 3/16 OK ----- 3/31 3/31

5KP Axial diode OK OK 4/20 4/20 4/20 OK OK 3/31 Confim

10KP Axial diode ----- ----- 3/31 3/31 ----- ----- ----- 2 pcs 5KP18A 2 pcs 5KP20A

JASO

10

3KP

5000 5000

Test Pulse 2a

+37V to +50V

2 ohm

0.05 ms

Test Pulse 1

1 Hr10

Test Pulse 2b

0 ohm to 0.05 ohm

0.2 s to 2 s

Test Pulse 5a

1

Parater
Test Pulse 3a

50 ohm

100 us

1 Hr

Test Pulse 3a

50 ohm

100 us
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PJ/3KP40A3KP40ACar Adapter亞元科技(Atech) 

PJ/5KP24A5KP24A7'' Car TV上揚科技(SlimAGE)

CONCOR/ 

SMBJ24A*2+       

Varstor

3.0SMCJ24A7” Car TV威竣光電 (Visiontek)

3.0SMCJ20A 3.5” Car TV螢橋光電 (E-BRIDGE)

ON/MR2535L
5KP24A/         

15KP30A
Car Adapter京九科技 (Power Mobile)

Varstor can 

pass

3.0SMCJ24A/

5KP24A/      

15KP30A

PDA system麗臺科技(Leadtek) 

ST /LDP24 5KP24ACar Adapter益航電子 (Fair Way)

RemarksDeviceApplicationCustomer

Customer test result :
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Additional Information
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什麼是什麼是什麼是什麼是““““EEEE標誌標誌標誌標誌（（（（E markE markE markE mark））））””””認証認証認証認証？？？？

““““EmarkEmarkEmarkEmark””””認証是根據歐洲經濟委員會認証是根據歐洲經濟委員會認証是根據歐洲經濟委員會認証是根據歐洲經濟委員會（（（（ECEECEECEECE））））在日內瓦簽在日內瓦簽在日內瓦簽在日內瓦簽

署和頒佈的署和頒佈的署和頒佈的署和頒佈的ECEECEECEECE法規實施的一種對汽車部件法規實施的一種對汽車部件法規實施的一種對汽車部件法規實施的一種對汽車部件（（（（包括汽車電包括汽車電包括汽車電包括汽車電

子產品子產品子產品子產品））））的批准制度的批准制度的批准制度的批准制度。。。。 歐洲經濟委員會是聯合國的一個分歐洲經濟委員會是聯合國的一個分歐洲經濟委員會是聯合國的一個分歐洲經濟委員會是聯合國的一個分

支機構支機構支機構支機構，，，，成員為歐洲國家成員為歐洲國家成員為歐洲國家成員為歐洲國家，，，，也包括其他一些歐洲以外的國也包括其他一些歐洲以外的國也包括其他一些歐洲以外的國也包括其他一些歐洲以外的國

家家家家，，，，如日本如日本如日本如日本。。。。 因此因此因此因此，，，，經過批准的汽車部件其結果獲認可範經過批准的汽車部件其結果獲認可範經過批准的汽車部件其結果獲認可範經過批准的汽車部件其結果獲認可範

圍很廣泛圍很廣泛圍很廣泛圍很廣泛，，，，特別是在東歐國家特別是在東歐國家特別是在東歐國家特別是在東歐國家。。。。 製造商在申請製造商在申請製造商在申請製造商在申請E markE markE markE mark認証認証認証認証

之前必須確認或了解要退場門的國家是否認可之前必須確認或了解要退場門的國家是否認可之前必須確認或了解要退場門的國家是否認可之前必須確認或了解要退場門的國家是否認可（（（（簽署認可簽署認可簽署認可簽署認可

協議協議協議協議））））按按按按ECEECEECEECE法規對汽車部件的認証檢測結果法規對汽車部件的認証檢測結果法規對汽車部件的認証檢測結果法規對汽車部件的認証檢測結果。。。。
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ISO7637 and JASO test solution

Car charger,      

Car TV,                  

3C product,           

BT Phone 

Car charger,      

Car TV,                  

3C product 

Car charger,      

Car TV,                  

3C product 

Car charger,      

Car TV,                  

3C product 

Car charger,      

Car TV,                  

3C product 

Car charger,       

Car TV,                  

3C product 

Application

SMCJ14A to 

SMCJ20A

3.0SMCJ14A to 

3.0SMCJ24A
15KP30A/CA

15KP30A/CA

can pass 2 

ohm

3.0SMCJ14A to 

3.0SMCJ40A,   

3KP14A/CA to 

3KP40A/CA

5KP14A to 

5KP28A
Solution

27587.525.13 15025.13 157Current ( A )

1011pulses

2.5us / 30s200 ms350 ms100 ms400 ms40 mstd

0.4 ohm0.8 ohm8 ohm1 ohm4 ohm0.5 ohm Ri

110V70V174V123V87V65VUS

0V0V27V27V13.5V13.5VUA/B

Type A-2Type A-14 Levels3 Levels4 Levels3 LevelsLevel

12V system24V system12V system

JASOISO 7637 Test Pulse 5a
Paratactic


